BZD23/C...

SILIZIUM IMPLOTEC () Z - DIODEN

SMD - Version: BZD 27/C... {Daten auf Anfrage)

Mechanische Daten:

Gehiuse: Glas, SOD-81

Der KatodenanschluB ist
durch einen Farbring
gekennzeichnet.

MaBangaben in mm.

5
l max
4 0,81
—3 ::]_f max
28 ‘ 43 28
min max min 7295191
Kurzdaten:
Durchbruchspannung (nach E 24 - Reihe) UZ = 7,5 bis 270 V1)
Toleranz der Durchbruchspannung AUZ ~ 5%
Verlustleistung P = max. 2,5 W
Sperrschichttemperatur &J = max. 175 °C

1) BZD 23 /C 300 bis C 510 auf Anfrage

VAIVD



BZD23/C...

Absolute Grenzwerte:

Verlustleistung .
bei Temperatur an der Befestigungsstelle

\')B = 25°C und 10 mm langen AnschluBdrihtens P max. 2,5 W
bei Befestigung auf Leiterplatte von 1,5 mm
Stirke mit 40 pm Cu (vgl.Skizzeg
bei Umgebungstemperatur 8U = 557C: P max. 1,0 W
StoB-Verlustleistung im Durchbruch, o
Rechteckimpuls mit tp = 100 ps, bei $J=25 C: Py stop = Max: 300 Ww
Sperrschichttemperatur: \‘}J max. 175 °¢
Lagerungstemperatur: SS min. -65 °¢
9 max. 175 °c
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Befestigungsstelle
bei je 10 mm Drahtlinge: Rin J/B = 60 K/W
zwischen Sperrschicht und Umgebung
bei Befestigung auf Leiterplatte von 1,5 mm
Stdrke mit 40 pm Cu (vgl.Skizze): R, J/u = 120 K/W
25 VI 73 01508 p VT 73 01509
P ! | Zstoll max Stof3-Verlustleistung,
max N (W) Rechteckimpulse,
W) 3 1000 i 9= 25°C
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BZD23/C...

Kennwerte: bei SJ = 25C
Durch-~ bei IZ nenn .
T bruch— - maximaler
yP strom Durchbruchspannung TK von U, dynamischer Sperrstrom
I U (v) (AUZ/UZ)/AQJ Widerstand I bei U
BzD 23/ | Z mnenn Z (%/K) r, (R) R R
(mA) min., typ. max. min. max typ. max. (pA) (V)
C7V5 100 7,0 7,5 7,9 0 0,07 1 3 50 3
c8ve 7,7 8,2 8,7} 0,03 0,08 1 3 10 3
covl 8,5 9,1 9,6 | 0,03 0,08 2 4 5 5
€10 9,4 10,0 10,6 | 0,05 0,09 2 4 7 7,5
c11 50 10,4 11,0 11,6 | 0,05 0,10 4 7 3 8,2
Cc12 11,4 12,0 12,7 0,05 0,10 4 7 2 9,1
Cc13 12,4 13,0 14,1 0,05 0,10 5 10 2 10
c15 13,8 15,0 15,6 | 0,05 0,10 5 10 1 11
c16 15,3 16,0 17,1 | 0,06 0,11 6 15 1 12
c18 16,8 18,0 19,1 | 0,06 0,11 6 15 1 13
€20 18,8 20,0 21,2 | 0,06 0,11 6 15 1 15
c22 05 20,8 22,0 23,3 | 0,06 0,11 6 15 1 16
c24 22,8 24,0 25,6 0,06 0,11 7 15 1 18
c27 25,1 27,0 28,9 | 0,06 0,11 7 15 1 20
c30 28 30 32 0,06 0,11 8 15 1 22
€33 31 33 35 0,06 0,11 8 15 1 24
Cc36 34 36 38 0,06 0,11 21 40 1 27
€39 37 39 41 0,06 0,11 21 40 1 30
C43 40 43 46 0,07 0,12 24 45 1 33
Cc47 44 47 50 0,07 0,12 24 45 1 36
C51 10 48 51 54 0,07 0,12 25 60 1 39
C56 52 56 60 0,07 0,12 25 60 1 43
Cc62 58 62 66 0,08 0,13 25 80 1 47
Cc68 64 68 72 0,08 0,13 25 80 1 51
C75 70 15 79 0,08 0,13 30 100 1 56
c82 77 82 87 0,08 0,13 30 100 1 62
c91 85 91 96 0,09 0,13 60 200 1 68
Cc100 94 100 106 0,09 0,13 60 200 1 75
C110 104 110 116 0,09 0,13 80 250 1 82
c120 114 120 127 0,09 0,13 80 250 1 91
C130 5 124 130 141 0,09 0,13 110 300 1 100
€150 138 150 156 0,09 0,13 130 300 1 110
€160 153 160 171 0,09 0,13 150 350 1 120
Cc180 168 180 191 0,09 0,13 180 400 1 130
€200 188 200 212 0,09 0,13 200 500 1 150
€220 208 220 233 0,09 0,13 350 750 1 160
c240 2 228 240 256 0,09 0,13 400 850 1 180
c270 251 270 289 0,09 0,13 450 1000 1 200
3.87
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BZD 23/C...

Kennwerte, Fortsetzung: 2 7297281
DurchlaBspannung « o
bei IF = 0,2 A, $J=25 Cs Durchlaf- /
< kennlinie,
U, S 1,2 v I 9,=25°C /
(A)
1

Wiarmewiderstand:
Jaltovicerstand

Der Wdarmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung
setzt sich aus mehreren Anteilen zusammen (vgl.Skizze):

R Rin = 32 K/W

th J/G = Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und
Gehduse, = 32 K/W

Rth 6/U = Warmewiderstand zwischen Gehduse und Um-
gebung R
Ry 6/B = Wdarmewiderstand zwischen GehZuse und Be- th G/8
festigungsstelle Rin oy
R = Wirmewiderstand zwischen Befestigungsstelle
th B/U
und Umgebung. R
] th B/U
Rth 6/B und Rth 6/U sind von der Drahtlinge abhingig:
L = je 5 10 15 20 25 mm 1016 U
Rin g/p = 15 30 45 60 75 K/W vz 740190
Ry 6/u = 600 450 370 310 265 K/W «— 50— &
R, / ist von der Befestigungsart abhingig; fiir Lei- [+ 25—
terp?agten von 1,5 mm Stirke mit 2 40 um Cu gilt t I

Rth B/U = 70 K/W bei Montage auf Leiterplatte laut !
nebenstehender Skizze, hieraus er— |'i ! .
gibt sich Rth J/U ~ 120 K/W 4. _;r_ 1 50
Rth B/U = 55 K/W bei Montage auf Leiterplatte mit | ‘
1 cm® Kupferbelag pro AnschluB | |
= i i i -4 L}
Rip B/U = 45 K/W bei Mongage auf Leiterplatte mit Y
2,25 cm“ Kupferbelag pro AnschluB. i

7272733



BZV 38

Temperaturkompensierte
SILIZIUM - REFERENZDIODE
speziell zur Verwendung mit der integrierten

Mehrfach~-Stabilisierungsschaltung TCA 750

Mechanische Daten:

Geh#use: Glas, JEDEC D0-35

Der KatodenanschluB ist
farbig gekennzeichnet.

MaBangaben in mm,

$185 9056
max max
T 254 4,25 %4
min max min  VF72 0200
Kurzdaten:
Durchbruchspannung bei IZ = 7,5 mA UZ = 6,4V 5%
Anderung der Durchbruchspannung <
. 0
bei I, = 7,5 mA und 8 = 10...60° IAUZI hs 20 mv
Umgebungstemperaturbereich 3U = +10...+60°C
VALVO HALBLEITERDIODEN 10.75
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BZV 38

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 35 max

Strom im Durchbruch:

50

+10
+60

+200

6,40 (6,08-6,72) V

IZ = max,
Umgebungstemperatur: sU = min,
SU = max,
Lagerungstemperatur: 38 = min,
as = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth v =
Kennwerte: bei sU = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Durchbruchspannung
bei IZ = 7,5 mA: UZ =
Anderung der Durchbruchspannung
bei I, = 7,5mA +2 % <
. . [ <
im Bereich 8 = +10...+60°C: |av,| =
Differentieller Widerstand 1) <
bei IZ = 7,5 mA: r, =
Stabilisi it: 2) t <
abilisierungszeit: stab =
Rauschspannung, Spitze-Spitze~Wert <
bei IZ = 7,5 mA, f = 0,1 Hz ... 15 kHz: Ur —

20

20

20

1) gemessen mit tiberlagertem 1 kHz - Wechselstrom, Effektivwert 10 % von I

2) Zeit, innerhalb derer die Referenzspannung bis auf 3 mV erreicht ist

Z

mV

pv

12(%275 VALVO HALBLEITERDIODEN



BZX 48
BZX 49
BZX 50

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

SILIZIUM - REFERENZ - SCHALTUNGEN
mit sehr kleinem Temperaturkoeffizienten,

-
zur Erzeugung von Bezugsspannungen

oK

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall,
JEDEC TO0-18,
jedoch 2 Anschliisse,
18 A 2
nach DIN 41 876

Die Katode ist mit dem
Metallgehduse leitend
verbunden.

MaBangaben in mm.

max.5,3—min2,7je

max.4,89

Kurzdaten: BZX 48 BZX 49 BZX 50

Referenzspannung bei IZ = 2 mA: UZ = 6,5 V5%
Temperaturkoeffizient AUZ/ASU

der Referenzspannung bei IZ = 2 mA: T

i
-

2 5
-5
x 10" /grd

empfohlener Temperaturbereich: 9 0...+70 °C

i}

VALVO HALBLEITERDIODEN 72%?




BZX 48
BZX 49

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BZX 50

Absolute Grenzwerte:

Strom im Durchbruch, Mittelwert:

Strom im Durchbruch, Scheitelwert:

Umgebungstemperatur:

Lagerungstemperatur:

Kennwerte: (bei 8y =

Referenzspannung

bei IZ = 1 mA:

bei IZ = 2 mA:

bei IZ 3 mA:

optimaler Strom
im Durchbruch:

empfohlener
Temperaturbereich:

Temperaturkoeffizient
der Referenzspannung

bei IZ = 2 mA:

bei IZ =1...3 mA:
Anderung
der Referenzspannung
bei I, = 2 mA:
4
dynamischer Widerstand

bei IZ =1 mA:

bei IZ = 2 mA:

bei IZ = 3 mA:

Sperrstrom
bei UR =4 V:

2500, sofern nicht anders angegeben)

1)‘

1

1) im Temperaturbereich §

(AUZ/AeU)/UZ
(AUZ/AsU)/UZ

0...+70°

opt

i

IZ AV = max. 2 mA
IZ M = max. 10 mA
9y = min. -65 °C
9y = max. 100 °C
9 = min. -65 °C
SS = max. 150 °C
BZX 48 BZX 49 BZX 50
6,42 v
6,5 (6,1...6,8) Vv
6,47 v
2,0 mA t 5 %
0...470 °c
1 5 x 10'5/grd
2 5 10 x 10‘5/grd
4,5 9,1 22,5 mV
70 (£ 125) Q
20 (10...50) Q
14 (§ 25) Q
0,1 (§ 1) pA

5.68
202
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BZX 75IC...

STABISTOREN

Silizimgdioden mit engtolerierter DurchlaBspannung

zur Stabilisierung niedriger Spannungen
sowie fiir Begrenzer- und Schutzschal tungen

A K

Mechanische Daten:
e ——————————————— YZ 7640102

Geh#use: Glas, JEDEC D0-7
Farbring: Katodenseite
MaBangaben in mm, 2 max

JS,ern — nicht verzinnt e— 25,4min —w . 6,5 2

925
max

. VE 720189
13min ‘q

t—7,6max —s-|

==Y

™=

Kurzdaten: BZX 75/C1v4a  C2Vi c2vs C3V6
DurchlaBspannung bei IF = 10 mA UF = ‘1,4 2,1 2,8 3,6 Vv

. Toleranz der DurchlaBspannung AUF é 5 %
Sperrspannung UR = maX. 10 v
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = max. 250 mA
Verlustleistung bei SU é 32°C P = max. 400 mW
Sperrschichttemperatur : OJ = max. 200 °c

VALVO HALBLEITERDIODEN 9.74
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BZX 75IC...

Absolute Grenzwerte: (giltig bis 8 max)
Sperrspannung: ° UR = max. io Vv
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M = max. 250 mA
Verlustleistung bei eU é 32°: P = max. 400 mw
Sperrschichttemperatur: OJ = max. 200 °c
Lagei'ungstemperatur: os = min. -65 °c
s = max. 175 °cC
S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 0,42 K/mW
500 VF"Jﬂﬂr_
max
(mw)
400
300
200
100
0
0 50 100 150 9y (*C) 200
974 VALVO HALBLEITERDIODEN
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BZX 75IC...

Kennwerte: (bei 8, = 25°C)  BZX 75/C1V4 BZX 75/C2V1 BZX 75/C2V8 BZX 75/C3V6

J
DurchlaBspannung N
bei IF =1 mA: UF = 1,16-1,34 1,75-2,05 2,33-2,70 3,02-3,45 V
bei IF = 10 mA: UF = 1,4 2,1 2,8 3,6 v
} ' (1,33-1,47) (1,99-2,21) (2,66-2,94) (3,42-3,78)
Temperaturabhiingigkeit
der DurchlaBspannung
bei I = 1 mA: AUF/AsJ = - 4 -6 -8 -10 mV/K
bei Ip = 10 mA: AUF/AoJ = -3,3 -5,0 -6,6 -8,2 mV/K
Differentieller
Widerstand bei f = 1 kHz
bei I, =1 mA: r = 60 90 120 150 Q
F f
bei Ip = 10 mA: r, = 610 9(15) 12(520) 15 (528)a
Sperrstrom
bei UR =5 V: IR § 500 500 200 200 nA
| ~ J
Sperrverzugsladung
beim Umschalten
von IF = 10 mA
auf U, = 5V
R <
(R = 500 Q): Qg = 600 pAs
Kleinsignal-
kapazitdt
bei U, = 0
R <
und f = 1 MHz: C = 250 pF
VALVO HALBLEITERDIODEN 9.74
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BZX 75IC...

~ 1

VF 739328

25¢

0y
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9.74
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BZX 79/B...
BZX 79/C...

SILIZIUM - PLANAR - Z - DIODEN

Mechanische Daten:

61,85 0056
Geh#use: Glas, JEDEC DO0-35 max max
Der KatodenanschluB ist
farbig gekennzeichnet, v__T
MaBangaben in mm.
25,4 4,25 25,
min max min VF72 0200
Kurzdaten:
Durchbruchspannung (nach E 24 - Reihe) U, = 2,4bis 75 V
Toleranz der Durchbruchspannung BZX 79/B... Ay, = 2%
BZX 79/C... AU, ~ 5%
Verlustleistung P = max. 400 oW 1)
P = max. 500 mW 2)
Sperrschichttemperatur SJ = max. 200 °c

1) in ruhender Luft mit § ; 50°C und bei AnschluBdrihten voller Linge

i)
2) wenn die AnschluBidrdhte in 8 mm Gehduseabstand auf 8B = 50°¢C gehalten werden

VALVO HALBLEITERDIODEN 52‘?9



BZX 79/B...
BZX 79/C...

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 8 max)
DurchlaBstrom, M*ttelwert,
bei tav = max. 20 ms: IF AV = max. 250 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M = max. 250 mA
Verlustleistung: P = max. 400 mW 1)3)
= max. 500 mW 3)
StoB-~Verlustleistung
bei 8, = 150°C, t = 100 ps: Py giop = MaX. 30 W
Sperrschichttemperatur: 3 = max. 200 ° 3)
Lagerungstemperatur: 35 = min. -65 °C
8g = max. 200 °
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung
in ruhender Luft <
und bei AnschluBdrihten voller Linge: Ryuv = 0,38 K/mW
zwischen Sperrschicht und Befestigungsstellen,
wenn die Anschlﬁsseoin 8 mm Gehduse- <
abstand auf SB = 50 C gehalten werden: Rth B = 0,3 K/mw
500 0(7:0__’0_1‘93
Pmux
(mw)
400
"',,'“_S'gao‘~
RN
300 N
Oy Q¢
N
200
100
I n
0 T
0 50 100 150 9,95 (°C) 200

1) in ruhender Luft mit 6U é 50°C und bei AnschluBdrédhten voller Linge
2) wenn die AnschluBdréhte in 8 mm Geh#duseabstand auf $B= 50°¢C gehalten werden
3) fiir BZX 79/.2V4 und /.2V7 gilt ein niedrigerer Wert, bestimmt durch
9 = 150°C
J max

gﬁ? VALVO HALBLEITERDIODEN




BZX 79/B...
BZX 79/C...

Kennwerte: bei 8_ = 25°C

J
DurchlaBspannung bei IF = 10 mA: Up s 0,9 V
Typ maximaler Kapazitit Typ maximaler Kapazitat
Sperrstrom bei UR = 0, Sperrstrom | bei U, = 0,
IR max UR f=1MH IB max UR =1 M
(ea) (v) | © () (na) (v) | © (F)
BZX 79/.2v4| 50 1 375 (<450) || BZX 79/.15 55 (< 75)
.2v7] 20 1 350 (<450) .16 52 (< 75)
.3vo| 10 1 350 (<450) .18 47 (< 170)
.3v3 5 1 325 (<450) .20 36 (< 60)
. 3V6 5 1 300 (<450) .22 34 (< 60)
.3vo 3 1 300 (<450) .24 33 (< 55)
.4v3 3 1 275 (<450) .27 30 (< 50)
4v?7| 3 2 130 (<180) .30 27 (< 50)
.5V1 2 2 110 (<160) .33 | s0 25 (< 45)
.5V6 1 2 95 (<140) .36 0,7-7, 23 (< 45)
.6V2 3 4 90 (<130) .39 21 (< 45)
.6V8 2 4 85 (<110) .43 21 (< 40)
.7V5 1 5 80 ,(<100) .47 19 (< 40)
.8v2| 0,7 5 75 (< 95) .51 19 (< 40)
.9v1| 0,5 6 70 (< 90) .56 18 (< 40)
.10 0,2 7 70 (< 90) .62 17 (< 35) .
.11 0,1 8 65 (< 85) .68 17 (< 35)
.12 0,1 8 65 (< 85) .75 16,5 (< 35)
.13 | 0,1 8 60 (< 80) ’
VALVO HALBLEITERDIODEN 5.80
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BZX 79/C...

Kennwerte, Fortsetzung:

bei OJ = 25°C

o

Durchbruchs annung | Temperaturabhidngigkeit dyn. Widerstand
Typ u, (vg AUZ/AeJ (mV/K r, (R)
min. typ. max. min. typ. max. typ. max.
bei Strom im Durchbruch I, = 5 mA
BZX 79/C2v4 2,2 2,4 2,6 -3,5 -1,6 0 70 100
c2v7 2,5 2,7 2,9 -3,5 -2,0 0 75 100
c3vo 2,8 3,0 3,2 -3,5 -2,1 0 80 95
c3vs 3,1 3,3 3,5 -3,5 =2,4 0 85 95
c3ve 3,4 3,6 3,8 -3,5 -2,4 0 85 90
BZX 79/C3V9 3,7 3,9 4,1 -3,5 -2,5 0 85 90
C4v3 4,0 4,3 4,6 -3,5 -2,5 0 80 90
c4av7 4,4 4,7 5,0 -3,5 -1,4 40,2 50 80
c5vi 4,8 5,1 5,4 -2,7  -0,8 +1,2 40 60
c5V6 5,2 5,6 6,0 -2,0  +1,2  +2,5 15 40
BZX 79/C6V2 5,8 6,2 6,6 0,4 2,3 3,7 6 10
c6v8 6,4 6,8 7,2 1,2 3,0 4,5 6 15
c7vs 7,0 7,5 7,9 2,5 4,0 5,3 6 15
c8v2 7,7 8,2 8,7 3,2 4,6 6,2 6 15
covV1 8,5 9,1 9,6 3,8 5,5 7,0 6 15
BZX 79/C10 9,4 10 10,6 4,5 6,4 8,0 8 20
c11 10,4 11 11,6 5,4 7,4 9,0 10 20
c12 11,4 12 12,7 6,0 8,4 10,0 10 25
c13 12,4 13 14,1 7,0 9,4 11,0 10 30
c15 13,8 15 15,6 9,2 11,4 13,0 10 30
BZX 79/C16 15,3 16 17,1 10,4 12,4 14,0 10 40
c18 16,8 18 ' 19,1 12,4 14,4 16,0 10 45
c20 18,8 20 21,2 14,4 16,4 18,0 15 55
c22 20,8 22 23,3 16,4 18,4 20,0 20 55
c24 22,8 24 25,6 18,4 20,4 22,0 25 70
bei Strom im Durchbruch I = 2 mA
BZX 79/C27 25,1 27 28,9 21,4 23,4 25,3 25 80
c30 28 30 32 24,4 26,6 29,4 30 80
€33 31 33 35 27,4 29,7 33,4 35 80
c36 34 36 38 30,4 33,0 37,4 35 20
c39 37 39 41 33,4 36,4 41,2 40 130
BZX 79/C43 40 43 46 37,6 41,2 46,6 45 150
c47 44 47 50 42,0 46,1 51,8 50 170
c51 48 51 54 46,6 51,0 57,2 60 180
C56 52 56 60 52,2 57,0 63,8 70 200
c62 58 62 66 58,8 64,4 71,6 80 215
BZX 79/C68 64 68 72 65,6 71,7 79,8 90 240
c75 70 75 79 73,4 80,2 88,6 95 255
5.80 VALVO HALBLEITERDIODEN
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Kennwerte, Fortsetzung:

bei 8 = 25°C

BZX 79/C...

Durchbruchspannung |dyn.Widerstand Durchbruchspannung {dyn.Widerstand
Typ u, (vg r. (R) u, (v r. (R)
BZX 79/| . z i z
min. typ. max. typ. max. min. typ. max. typ. max.
I =1m I, = 1ma I, =20 m I, =20 mA
ca2v4 1,7 1,9 2,1 275 600 2,6 2,9 3,2 25 50
cavt 1,9 2,2 2,4 300 600 3,0 3,3 3,6 25 50
Cc3vo 2,1 2,4 2,7 325 600 3,3 3,6 3,9 25 50
c3v3 2,3 2,6 2,9 350 600 3,6 3,9 4,2 20 40
C3Vvé6 2,7 3,0 3,3 375 600 3,9 4,2 4,5 20 40
c3v9 2,9 3,2 3,5 400 600 4,1 4,4 4,7 15 30
C4v3 3,3 3,6 4,0 410 600 4,4 4,7 5,1 15 30
Cc4v7 3,7 4,2 4,7 425 500 4,5 5,0 5,4 8 15
C5V1 4,2 4,7 5,3 400 480 5,0 5,4 5,9 6 15
C5V6 4,8 5,4 6,0 80 400 5,2 5,7 6,3 4 10
c6v2 5,6 6,1 6,6 40 150 58 6,3 6,8 3 6
Cc6V8 6,3 6,7 7,2 30 80 6,4 6,9 7,4 2,5 6
CTVs 6,9 7,4 17,9 30 80 7,0 7,6 8,0 2,5 6
c8v2 7,6 8,1 8,7 40 80 7,7 8,3 8,8 3 6
Ccovi 8,4 9,0 9,6 40 100 8,5 9,2 9,7 4 8
Cc10 9,3 9,9 10,6 50 150 9,4 10,1 10,7 4 10
C11 i0,2 10,9 11,6 50 150 10,4 11,1 11,8 5 10
C12 11,2 11,9 12,7 50 150 11,4 12,1 12,9 5 10
C13 12,3 12,9 14,0 50 170 12,5 13,1 14,2 5 15
C15 13,7 14,9 15,5 50 200 13,9 15,1 15,7 6 20
C16 15,2 15,9 17,0 50 200 15,4 16,1 17,2 6 20
c18 16,7 17,9 19,0 50 225 16,9 18,1 19,2 6 20
c20 18,7 19,9 21,1 60 225 18,9 20,1 21,4 7 20
c22 20,7 21,9 23,2 60 250 20,9 22,1 23,4 7 25
c24 22,7 23,9 25,5 60 250 22,9 24,1 25,7 7 25 .
I, = 0,1 mA I, =0,5mA I; = 10 mA I, =10 mA
c27 25,0 26,9 28,9 65 300 25,2 27,1 29,3 10 45
c30 27,8 29,9 32,0 70 300 28,1 30,1 32,4 15 50
Cc33 30,8 32,9 35,0 75 325 31,1 33,1 35,4 20 55
C36 33,8 35,9 38,0 80 350 34,1 36,1 38,4 25 60
c39 36,7 38,9 41,0 80 350 37,1 39,1 41,5 25 70
Cc43 39,7 42,9 46,0 85 375 40,1 43,1 46,5 25 80
c47 43,7 46,8 50,0 85 375 44,1 47,1 50,5 30 90
Cc51 47,6 &0,8 54,0 90 400 48,1 51,1 54,6 35 100
C56 51,5 55,7 60,0 100 425 52,1 56,1 60,8 45 110
c62 57,4 61,7 66,0 120 450 58,2 62,1 67,0 60 120
c68 63,4 67,7 72,0 150 475 64,2 68,2 73,2 75 130
Cc75 69,4 74,7 79,0 170 500 70,3 75,3 80,2 90 140
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BZX 79/B...

Kennwerte, Fortsetzung: bei aJ = 25%
Durchbruchs annung | Temperaturabhéingigkeit | dyn.Widerstand
Typ U, (vg AUZ/AeJ (mv/xg r, (R)
min. typ. max. min. typ. max. typ. max.
bei Strom im Durchbruch I, =5 mA
BZX 79/B2V4 2,35 2,4 2,45 -2,6 -1,6 -0,6 70 100
B2V7 2,65 2,7 2,75 -3,0 -2,0 -1,0 75 100
B3VO 2,94 3,0 3,06 -3,0 -2,1 -1,2 80 95
B3V3 3,23 3,3 3,37 -3,2 -2,4 -1,5 85 95
B3V6 3,53 3,6 3,67 -3,2  -2,4 -1,5 85 90
BZX 79/B3V9 3,82 3,9 3,98 -3,2 -2,5 -1,5 85 90
B4V3 4,21 4,3 4,39 -3,2 -2,5 -1,2 80 90
B4V7 4,61 4,7 4,79 -2,0 -1,4 -0,8 50 80
B5V1 5,00 5,1 5,20 -1,6 -0,8 +0,5 40 60
B5V6 5,49 5,6 5,71 -0,7 +1,2 42,2 15 40
BZX 79/B6V2 6,08 6,2 6,32 1,0 2,3 3,2 6 10
B6VS 6,66 6,8 6,94 2,0 3,0 4,0 6 15
B7VS 7,35 7,5 7,65 3,0 4,0 4,8 6 15
B8V2 8,04 8,2 8,36 3,6 4,6 5,5 6 15
BOVL 8,92 9,1 9,28 4,3 5,5 6,5 6 15
BZX 79/B10 9,80 10 10,2 5,2 6,4 7,4 8 20
B11 10,8 11 11,2 6,2 7,4 8,5 10 20
B12 11,8 12 12,2 7,0 8,4 9,5 10 25
B13 12,7 13 13,3 7,8 9,4 10,5 10 30
B15 14,7 15 15,3 10,0 11,4 12,4 10 30
BZX 79/B16 15,7 16, 16,3 10,9 12,4 13,5 10 40
B18 17,6 18 18,4 12,8 14,4 15,6 10 45
B20 19,6 20 20,4 14,8 16,4 17,6 15 55
B22 21,6 22 22,4 16,8 18,4 19,6 20 55
B24 23,5 24 24,5 18,7 20,4 21,6 25 70
bei Strom im Durchbruch I, =2 mA
BZX 79/B27 26,5 27 27,5 21,4 23,4 25,3 25 80
B30 29,4 30 30,6 24,4 26,6 29,0 30 80
B33 32,3 33 33,7 27,4 29,7 32,5 35 80
B36 35,3 36 36,7 30,4 33,0 36,0 35 90
B39 38,2 39 39,8 33,4 36,4 40,0 40 130
BZX 79/B43 42,1 43 43,9 38,0 41,2 45,0 45 150
B47 46,1 47 47,9 42,5 46,1 50,0 50 170
B51 50,0 51 52,0 47,0 51,0 55,0 60 180
B56 54,9 56 57,1 52,5 57,0 62,0 70 200
B62 60,8 62 63,2 59,0 64,4 69,0 80 215
BZX 79/B68 66,6 68 69,4 66,0 71,7 77,0 90 240
B75 73,5 75 16,5 74,0 80,2 86,0 95 255
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Kennwerte, Fortsetzung:

bei 8. = 25°C

BZX 79/B...

J
Durchbruchspg. dyn.Widerstand Durchbruchspg. dyn.Widerstand
Typ U, r. (R) u, (v) r (Q)
BZX 79/ z Z z

typ. typ. max. typ. typ. max.
I, =1mA 1; =1 mA I, =20 mA I; = 20 mA
B2v4 1,9 275 600 2,9 25 50
B2V7 2,2 300 600 3,3 25 50
B3vo 2,4 325 600 3,6 25 50
B3v3 2,6 350 600 3,9 20 40
B3V6 3,0 375 600 4,2 20 40
B3V9 3,2 400 600 4,4 15 30
B4V3 3,6 410 600 4,7 15 30
B4vV7 4,2 425 500 5,0 8 15
B5V1 4,7 400 480 5,4 6 15
B5V6 5,4 80 400 5,7 4 10
B6V2 6,1 40 150 6,3 3 6
B6V8 6,7 30 80 6,9 2,5 6
B7V5 7,4 30 80 7,6 2,5 6
B8V2 8,1 40 80 8,3 3 6
B9V1 9,0 40 100 9,2 4 8
B10 9,9 50 150 10,1 4 10
B11 10,9 50 150 11,1 5 10
B12 11,9 50 150 12,1 5 10
B13 12,9 50 170 13,1 5 15
B15 14,9 50 200 15,1 6 20
B16 15,9 50 200 16,1 6 20
B18 17,9 50 225 18,1 6 20
B20 19,9 60 225 20,1 7 20
B22 21,9 60 250 22,1 7 25
B24 23,9 60 250 24,1 7 25
Ez_:_gil_gé IZ_:_QL§_EQ lz-f_lg-gé Iz_f_lg.ﬂé
B27 26,9 65 300 27,1 10 45
B30 29,9 70 300 30,1 15 50
B33 32,9 75 325 33,1 20 55
B36 35,9 80 350 36,1 25 60
B39 38,9 80 350 39,1 25 70
B43 42,9 85 375 43,1 25 80
B47 46,8 85 375 47,1 30 90
B51 50,8 90 400 51,1 35 100
B56 55,7 100 425 56,1 45 110
B62 61,7 120 450 62,1 60 + 120
B68 67,7 150 475 68,2 75 130
B75 4,7 170 500 75,3 90 140
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BZX 79/B...
BZX 79/C...
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BZX79/B...

BZX 79/C...
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BZX 79/B...

BZX 79/C...
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BZX 79/B...

BZX 79/C...
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BZX 79/B...
BZX 79/C...
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BZX 79/B...
BZX 79/C...
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BZX 79/B...

BZX 79/C...
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
BZY 78

SILIZIUM - Z - DIODE

zur Erzeugung von Vergleichsspannungen
und zur Stabilisierung von Verbraucher-
spannungen bei kleinen Leistungen

Mechanische Daten:
Gehfuse: Allglas, D0-7
Farbring: Katodenseite

MaBangaben in mm.

2max nicht verzinnt

} jrl‘ﬁr mex

: D
max G )
A0
]
n
ﬁ—————lSnﬂn———
25,4min-—l<—7,6 max—ate—254min
VX 720004
Kurzdaten:
Durchbruchspannung bei Iz = 11,5 mA Uy =5,3 (5,1...5,6) \Z
Durchbruchspannungsﬁnderung
bei I = 11,5 mA +10 %, 9y = -50...100 C sy, £ *1 %
Strom im Durchbruch 1z = max. 25 mA
Verlustleistung bei 9y = 45 °C P = max, 233 mW
Sperrschichttemperatur ‘ Sy = max. 150 o°c
VALVO HALBLEITERDIODEN 10.70
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BZY 78 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (glltig bis 83 max)

DurchlaBstrom: Ip = max. 50 mA
Strom im Durchbruch: I = max. 25 mA
Verlustleistung: P = max. 280 mW 1)
Sperrschichttemperatur: $5 = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: $g = min. -55 °C

%5 = max. 150 °C

Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Riv o < 0,45 grd/mw
Kennwerte: (bei 4y = 25°C, sofern nicht anders angegeben)
DurchlaBspannung bei Ip = 1 mA: Up = 650...750 mV
Durchbruchspannung bei Iy = 11,5 mA: Ug, = 5,3 (5,1...5,6) \'
Durchbruchspannungsfnderung
bei Iz = 11,5 mA *10 %, 9y = -50...100 °C: AU, $ 1 %
‘Temperaturkoeffizient der
Durchbruchspannung bei Iy = 11,5 mA +10 %
and 9y = ~40...25 °C: : AU, /b8y = 0,32 wv/grd
und 9y = 25...100 °C: AUZ/A8y = -0,21 mV/grd
Sperrstrom bei Up = 2 V: IR < 1,0 pA
dynamischer Widerstand bei Ig = 11,5 mA: ry = 18 (15...20) @
. 4309 4709
Vergleichspannungsquelle: B | ° B | ° o
: 1T 7
8y = 0...50 °C W
- ok sr0 4 BZY88/C5V!
1 - u BZY78 U,

Uy =5,1...5,6 V ! BZY88/C5V

au, £ 3 %00 £
1y bei 9y s ?5°c
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